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1. はじめに 

チップ内光集積回路(OEIC)の実現に向け Ge が注目されており、特に Si 基板上に Ge をエピ成長させるこ

とで、Ge に引っ張り歪みが導入され、直接遷移化による発光効率増大につながる。Ge/Si 界面近傍では、歪

み緩和に伴う転位などの欠陥が多く存在するが、貼り合わせ法による Ge-on-Insulator (GOI) 構造を形成する

ことで、欠陥領域を除去することができる。本研究では、CMP により歪み GOI の Ge 層の膜厚を変化させ、

室温下での発光特性評価を行った。 

2. 実験方法 

 試料構造を図.1に示す。固体ソース MBEを用いて、Si(100)基板上に成長温度(Tg) 350℃にて 40 nmの LT-Ge

層を成長し、その後 Tg = 600℃にて 500 nmの HT-Ge層の成長を行った。成長した Ge層を SiO2/Si支持基板

に貼り合わせ、700℃、1時間のアニール処理、Si層の研磨と選択エッチングによる除去により、GOI構造と

した。その後、CMP により Ge 層の膜厚を徐々に研磨しながら、その都度室温 PL評価を行った。 

2. 結果及び考察 

   各 CMP 研磨時間における PLスペクトルを図.2に示す。1400~1600 nmの範囲で強い発光が確認でき、歪

みの効果によって直接遷移の寄与が増大していることを示している。PL強度のCMP時間変化を比較すると、

いったん強度が増加し、その後減少していることが分かる。これは、初めに欠陥を多く含む Ge 層が完全に

除去され、非発光再結合が効果的に抑制でき、その後は Ge 層の体積減少により発光強度が減少したものと

考えられる。つまり、GOI 化による欠陥層除去と、Ge 層膜厚の最適化によって高い発光強度を持つ GOI を

得ることができることが示された。 

  本研究より、欠陥を含む Ge 層は GOI の発光を妨げるものであり、Ge を発光素子として用いる場合除去

することが望ましいと考える。 
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  図 1 試料構造               図 2 各 CMP 時間における室温 PLスペクトルと積分強度 
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